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Локальная проводимость поверхности (0001) топологических 
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Обнаружена возможность переключать проводимость контакта зонда с 
поверхностью с уменьшением сопротивления на пять и более порядков по величине. В 
отличие от локального эффекта на пленке, на микрочешуйке создаваемая область 
повышенной проводимости могла распространяться на всю ее поверхность. 
Local conductivity of the (0001) surface of topological insulators  
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It has been found possible to switch the conductivity of the contact between the probe and 
the surface with decreasing resistance by five or more orders of magnitude. In contrast to the local 
effect on the film, on the micro flake, the created region of increased conductivity could propagate 
to the entire surface of the film. 
Вольт-амперные характеристики (ВАХ) и морфология межслоевой поверхности 
(0001) пленок и микрочешуек n-Bi2Te3 [1], приготовленных методом механического 
последовательного отслаивания, исследовались в АСМ при комнатной температуре, 
нормальном и пониженном до 1 Pa атмосферном давлении. Использовались кантилеверы 
HA_C/W2C с балкой 264 mm. Невозмущающее зондирование рельефа проводились в 
тэппинг режиме с амплитудой свободных колебаний около 20 nm. Для измерений ВАХ 
АСМ переводился в контакт с силой прижима ~10 nN.  
 
Рисунок 1. Топография (a) и профиль высоты (c) поверхности пленки n-Bi2Te3. 





На Рис. 1(a) приведено тоновое изображение ступенчатой морфологии поверхности 
(0001) монокристаллической пленки n-Bi2Te3. Профиль рельефа, см. Рис. 1(с), показывает, 
что скачки сигнала на ступеньках кратны 1 nm, т.е. толщине характерного для  i2Te3 
квинтета (пятислойного атомного пакета). На градиентном изображении на Рис. 1(b) 
визуализирована микрочешуйка n-Bi2Te3, лежащая на оксиде индия-олова. Верхняя 
поверхность чешуйки отстоит от подложки примерно на 250 nm и имеет достаточно 
плоский рельеф, о чем свидетельствуют нанометровые осцилляции сигнала в профиле 
высоты на Рис. 1(d).  
Рис.2. иллюстрирует эффект локального переключения контакта АСМ зонда с 
поверхностью n-Bi2Te3 из изолирующего состояния (ИС) в проводящее состояние (ПС). 
 
Рисунок 2. Локальные ВАХ на поверхности пленки n-Bi2Te3: исходная (a); в процессе 
переключения ( ); в проводящем состоянии (c). 
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